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Ühérsetzung 

X_1-Bit= { hoattk ; 

Die Schaltkreise bestehen ausı: 

1, Zeilendekoder: (8CD/1 aue: 16-Dekoder) = er ermöglicht die 
- Wahl 1 aus 16 Zeilen der ‚Speichermatrix; in Jeder Zeile 

befinden sich 16 Spci=h.rzollun 

II, Gesteuerter Spaltendekoder (BCD/1 aus 15—D.k6d-r) = ar 
° ermöglicht die Wahl 1 aus 16 Spalten der Speichermatrix 

(in jeder Spalte befinden sich 156 Speicherzellen) und die 
'Elnspnichurung der am Eingang DI vorhandenen Informa- 
tionen in die Speichermatrix; er steuert den Funktions- 
block IV - 

111. Spe:chorlatrix (256 Spnicharzollan in 16 Zeilen und 
16 Spalten)} 

'IV, Ausgangs-Leseverstärker für das Hcg;uäloeon von Informa- 
tionen, die in der Speichermatrix gespeichert sind.
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Bild 1% Anschlußbelegung Bild 2? Blockschaltbild 

Tabelle 1. Funktionstabelle 

;Funkg%on 5?"“'"% Ausgang I 

— Schreiben L L hochohmig 

Lesen L H - _ Negation der 
. Binärinformation 

Blockieren H X * hochohmig 

Statieche Kennwerte («A = 0 °, 26 %, 70 °%C) 

L=Ausgangsspannung n e F I A 
(bei Un = 4,75 V, Ury = 2 V, Ur = 0,8 V, Io, = 16 mA) 

U°L < 0,45 V 

H-Ausgangsspannung - ! 

(bei Un = 4,75 V, Ury = 2 Vi Ur =0,8 V, Ioy = +10,3 mA) 

; f UVoy > 2,4 V 
. H-Ausgangssperrastrom ; 

(bei Ucc = 5;25 V, Ur = 2 V. Uy, =0,8 V, Ug = 2:4 V) 

S« Sa ca 40 0
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(bei Un = 5,26 V, Urg = 2 V, Urr -_o.a V, Ug =0,4 V) 

, _ n -Iozu “ 40 ‚uA 
H=Eingangsstrom L i 

{(be1 Ucc » 5,25 v.um-s.a Vr U, =0V) I1 mM 

(h1lloc-52:v.u„-arv.u„-‚ov) :I“Az;/.ß 

L-Eihgangestrom . B& i i 

'-(!n:lucc-5.zs V, un_-oöv. Ury = 4,5 V) -IIL-4ZI‘O‚M 

Stromaufnahne ; I . 

i (b0_1ll._-‚c =5,25 V) - . Icc * 140 mA 

_ Ausgangskurzschlußetrom 

(bei Ucc - 5,25 V, Urg * 4,5 Vo Urı = 0 V, Ug-= O V). ‘ 

; ; f;m= 30_..-_100 mA 

Eingangsclampingspannung ; . 

(bei1 Ucc = 4,76 V, II = = 18 mA) . -v, $# 1,2 V 

. Dynamiache Kemnwerte (Ucc = 4.75.:.5,25 V, 4 = 0,..70 °C, ] S 
1-3W0h-‚fizllküi. CIIM|!F. 

U, =5.V): I ; 

ö MH 74 S 201 'm74:201; 

Adreß-Zugrdffszeit tavöv ‚* 65 £80 n 

Chip=select=-Zugriffszeit - ‘cuuv- < 30 *50 ns 

Verzögerung näch CHIP- ; . % ” 
 SELECT (Anschlüsse V : 
hochohmig) . ; teHoz , %20 * 30 ns 

.v.r=öfloruné nach WRITE - . - 
(Anschluß W hochohrig) . twLoz < 35 440 nı 

Verzögerung nach WRITE w “ 

(Anschluß W aktiv) _tmv_ « 40 <60 ne 

Schreibiapulsbreite Ta £65 - £100 n6



Zeitparemeter der Eingengeimpulse beim Schreibzyklus 
(im Bezug zum Eingang W - Schreibsteuerung) - * 

. m743201.m7_'41201! 

Datenvorhaltezeit Eingang D, 

Datenhaltezeit Eingang D Tyuny 

Adreß-Vorhaltezeit Eingänge Asschl 

Vcc 

I I TAvwL 
Adreß-Haltezeit Eingänge A...H. 

Hav 
Freigabe-Vorhaltezeit Eingang V 

SsLwL 
Freigabe-Haltezeit Eingang Y 

TwHSH 
Schreibimpulebreite TL 

Espfohlene Setriebsbedingumgen 

Be \fr:l..blspln!!ung 

L=Eingangsspannung 

H-Eingangsspannung 

L-Ausgangsstrom 

H-Ausgangsstrom 

Betriebstemperaturbereich 

‘ Grenzwerte 

Betriebsspannung Vec 

Eingangsspannung Ur 

Eingangsstrom II 

Ausgangsspannung Ug 

H=Ausgangsstrom Zoy 

L-Ausgangsstrom IoL 

Betriebstemperatur d 

Lagerungstemperatur . 

a 65 + 100 

a 9 “ @. O 

)zo\ * 2 

a D 20 

a © * 8 

® 0 » 5 

> 65 > 100 

4,76 V# Un #.5:26 V 

=0,5 V UEL * 0,8 V 

2,0 V Ury © 5,5 V 

£ 16 mA 

$ 10,3 mA 

o° 6, 470 %C 
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[13 ‘ PolovodiZove eoucdatk 1982/83 (Halbleiterbauslemente). 
Iägb\ RoZnov, TESLA PieStany, TESLA Landkroun. S. 103, 

Ml.krne].nnfil.l-fll".i EO 004 231; beziehbar vom VEB AEB 
te A 1036 Berlin, Mainzer Str. 26) S 

[2] _Integrierte Schaltkreise '1984/85. TESLA RoZnov, 
. TESLÄA PieStany, TESLA Landkroun: S, 87, 89
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